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TRANSISTORUN 1. ve 2. BOLGE KARAKTERISTIGININ CIKARILMASI
Ogrenci Isim Ogrenci No Grup No

Transistoriin dort bolge karakteristiklerinden 1. ve 2. bolgelere ait egrilerin elde edilmesi ve bu egrilerden
Ctkis Direnci ve Akim Kazanci parametrelerinin incelenmesi amaglanmaktadir.

Laboratuvarda kullanilabilecek ekipmanlar:

—Y-0016/006 Modiil

— DC gii¢ kaynag:
Ogrenciler tarafindan getirilmesi gereken ekipmanlar:

— 2 Adet Olg¢iim Cihazi (Avometre)

On Bilgiler:
1-) Transistoriin 1. Bolge Karakteristigi
Bir transistoriin belli bir base akiminda (7, = sbt ) kollektor akiminin (/) kollektér-emiter gerilimine
(V) bagh olarak degisimini gosteren egriye (I, = f.V,.) transistoriin 1. bolge ¢ikis karakteristigi adi

verilmektedir. Sekil 1’de bir transistoriin 1. bolge ¢ikis karakteristigi ve bu karakteristigi elde etmek igin
kullanilan baglant1 semasi goriilmektedir.
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Sekil 1
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Transistorlerin 1. Bolge egrilerinden faydalanilarak Beta ( ) ve Alfa (& ) akim kazanglar1 hesaplanabilir.
Belli bir direng degerine gore yiik dogrusu ¢izilebilir.

1.1-) Transistoriin BETA () ve ALFA (& ) Akim Kazanglarimin Hesaplanmast

Bu yontem daha ¢ok kiigiik giiclii transistdrlerin akim kazanglarin1 bulmaya yarar. Akim kazanglari kiigtik
gliclu transistorlerde ayn1 V., gerilimi altinda daima ayni ¢ikar. Bilindigi gibi emiter sase transistorlerde
beta ( £) akim kazanct:

I Al
ﬂ:—cz <
]b AIb

seklinde hesaplanir.

Ornek: Transistoriin B akim kazanci asagidaki sekilde bulunur. Bunun i¢in V., gerilimi 5V’da sabit
olsun, bu durumda 5Volt’tan dikme ¢ikilir ve bu dikmenin 10 x4 ve 20 u A ’lik base akim egrilerini

kestigi noktalardan /_ ecksenine dikmeler inilir ve [/ akimlari tespit edilir. Bu durum S$ekil 2’de
goriilmektedir.

T IC<af)
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Karakteristik egriden:
1,=15mA=1500u4d ,I,=0,7mA=700uA
1, =10uA ,1,,=20uA
Al =1,-1,=800uA
Al =1y, -1, =10uA
= % =80 olarak hesaplanir.
b

Transistorlerin ¢ akim kazanci ise asagidaki gibi hesaplanir:

Al
o =—=<"dir.
e

Transistorlerin & akim kazancini bulmak i¢in £ akim kazancini buldugumuz semadan faydalaniriz.

Karakteristik egriden:
Al =1,-1,=800uA
Al, =1y, —1,, =10uA
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olarak bulunmustur.

Buradan;
Al,=Al, +Al, =810uA
o= Al = 0,988 olarak hesaplanir.

e

NOT: Transistorlerde & akim kazanci her zaman 1’den kiguktdr.

1.2-) Belli Bir Diren¢ Degerine Gore Yiik Dogrusu

CRLIFA NOKTASI
18=108,A

[ClmA) &

(0=02.7
1B=68,A
18=523,A

18=28,R
19=10,A
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Sekil 3°de V=5V ve Rl =1k olduguna gore; yiikk dogrusunu ¢izmek igin R/ direncinden gegecek
maksimum akim:

I o = V“% /= SmA olark bulunur. Karakteristik iizerinde V,_ =5V, V. ekseni iizerine ve

I, o =5mA, I, ekseni iizerindeki isaretlenir. Bu iki nokta bir dogru ile birlestirilir. Bu dogruya yiik

dogrusu denir. Yiik dogrusunun orta noktasi ise ¢alisma noktasi olarak secilir.

2-) Transistoriin 2. Bolge Karakteristigi
Bir transistoriin belli bir kollektor-emiter gerilimi de (7, = sbt kollektor akimimnin (/) base akimina (
1,) bagh olarak degisimini gosteren egriye ([, = f.[,) transistorin 2. Bolge karakteristigi denir.

Asagidaki sekilde bir transistoriin 2. Bolge karakteristigi ve bu karakteristigi elde etmek i¢in kullanilan
baglant1 semas1 goriilmektedir.
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Sekil 4

Transistorlerin 2. Bolge karakteristiklerinden faydalanarak, gii¢ transistorlerinin beta ( £ ) akim
kazanglar1 elde edilmektedir.
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Deney Asamasi:

a. Transistériin 1. Bélge Karakteristiginin Ctkartlmasi

Ayarl gii¢ kaynagi ile ¢ikis gerilimini 0.7Volt’a ayarlaymiz. Y-0016/006 modiiliinii yerine takiniz ve
devre baglantisin1 Sekil 5°de verildigi gibi yapiniz.
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Sekil 5

1-) P1 ve P2 potansiyometrelerin orta uglarin1 0V’a ayarlayimiz. (Orta uglar transistoriin emiter bacaginda
olacak.)

2-) Devreye enerji veriniz.

3-) P1 potansiyometresi ile base akimini (/,) 1044 'eayarlayiniz. Deney sonuna kadar bu deger sabit
kalacaktir. Islem basamaklarinda base akiminda ( / ,) degisim olursa P1 potansiyometresi ile tekrar 1024
‘e ayarlayiniz.

4-) P2 potansiyometresi ile kollektdr emiter gerilimini (¥, ) Tablo 1°de ki degerlere sirastyla ayarlayiniz.

Her basamak i¢in kollektor akimini (/, ) degerini yaziniz.

IB=10pA (Sabit)
SIRA | vCE(V) | IC(mA)
1 0.02
2 0.04
3 0.06
4 0.08
5 0.10
6 0.50
7 1.00
8 2.00
9 4.00
10 6.00
11 8.00
12 10.00
Tablo 1

5-) P1 ve P2 potansiyometrelerin orta uglarii yine OVolt’a getiriniz.

4
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6-) Ayarli gii¢ kaynagim V,, = 0.8V olt’a ayarlaymiz.

7-) P1 potansiyometresi ile base akimini (/,) 201 A eayarlaymiz. Islem basamaklarinda base akiminda

(1,) degisim olursa P1 potansiyometresi ile bu kez 2044 ’e ayarlayiniz.

8-) P2 potansiyometresi ile kollektor-emiter gerilimini Tablo 2’de ki degerlere sirasiyla ayarlayiniz. Her
basamaktaki kollektor akim (/) yaziniz.

IB=20pA (Sabit)
SIRA | VCE(V) | I1C(mA)
1 0.02
2 0.04
3 0.06
4 0.08
5 0.10
6 0.50
7 1.00
8 2.00
9 4.00
10 6.00
11 8.00
12 10.00
Tablo 2

9-) islem basamagi 4 ve 8’de aldigimiz degerlerden faydalanarak 1, = [V, karakteristik egrisini Sekil

6’da ¢iziniz.

IC (mA)

6 —
5 —
4 —
3 —
2 —
1 —
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Sekil 6

10-) Cizilen karakteristik egri tizerine V., =6Volt ve R, =lki¢in yiik dogrusunu ¢izerek ¢aliyma

noktasini bulunuz.

IC (mA)

5 —
4 —]
3 —
2 —]
1 —
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11-) Cizdiginiz karakteristiklerden faydalanarak beta akim kazancini bulunuz.

b. Transistoriin 2. Bélge Karakteristiginin Crkartlmast

Ayarl gii¢ kaynagi ile ¢ikig gerilimini 0.7Volt’a ayarlayiniz. Y-0016/006 modiiliinii yerine takiniz ve
devre baglantisin1 Sekil 8’de verildigi gibi yapiniz.

AOJUSTABLE OC POMER SUPPLY
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Sekil 8

1-) P1 ve P2 potansiyometrelerin orta uclarim1 0Volt’a ayarlayiniz.
2-) Devreye enerji veriniz.
3-) P2 potansiyometresi ile V., = 5Volt’aayarlaymiz. Deney sonuna kadar bu deger sabit kalacaktir.

[slem basamaklarinda kollektdr-emiter ( 7, ) degisim olursa P2 potansiyometresi ile tekrar V., = 5Volt

'a ayarlayiniz.
4-) P1 potansiyometresi ile base akimini (/, ) Tablo 3’de verilen degerlere ayarlayiniz. Her basamak i¢in

kollektor akimi (/) degerini kaydediniz.
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VCE=5V (Sabit)
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Tablo3

5-) Islem basamagi 4’deki elde edilen degerlerden faydalanarak / . = f.I, karakteristigini ¢iziniz.
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Sekil 9
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